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SanMax Technologies Inc. SMD-BGZBE

Functional Block Diagram
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DQS0 DQS#t
DQSO0 I DQ$t 1
DMO ' i ! DM4 i | |
DM CS DQS DQS DM CSDQS DQS DM CS DQS DQS DM CTSDQS DQS
DQO —W—{1/00 oo DQ32—A— /0 0 oo
DQ1 —AWV—I/01 DO —1 /01 D9 DQ33 —\—1/0 1 D4 /01 D13
DQ2 —W—{I/02 — o2 DQ34 —A /0 2 o2
DQ3 —AM—1/03 103 DQ35 —~A— /0 3 {103
DQ4 —AN—I/04 o4 DQ3B —M—{I/0 4 o4
DQ5 —A—I/05 o5 DQ37 ~AM /05 o5
DQ6 —W /06 {106 Z2Q— DQXB —~A /0 6 —{1roe
DQ7 —AN—I/07 zQ= 07 — DQ3 —A{I/0 7 o7 zQ-
DQST L DQS5 291 <
DQS1 I DQS5
DM1 ) | | DM5 , | |
DM CS DQS DQS DM CSDQS DQS DM CS DQS DQS DM CSDQS DQS
DQ8 —A— /00 100 DQ40 —W1/00 oo
DQY —A\lI01 Py 101  pio DQ41 —\ /01 pg —|/01 D14
DQ10 —A1/0 2 {102 DQ42 —NV—1/102 — o2
DQ11 —A 103 L {yo3 DQ43 —~M—1/03 o3
DQ12 —AV— 10 4 {1o4 DQ44 — V{110 4 o4
DQ13 —WV 1105 {1os zal DQ45 —\—{I/05 —os
DQ14 —~AV—{l/06 I 1oe L DQ46 —\—{1/06 o6
R DQ15 —AV /07 zQ=107 DQS6 DQ47 —NV—1/07 7Q _—' 107 ZQ—j?_
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DM CS DQS DQS DM CTSDQS DQS DM CS DQS DQS DM CTSDQS DQS
DQ16 —NV—1/0 0 oo DQ48 —A1/00 oo
DQ17 — A\ 1/0 1 D2 o1 D11 DQ49 —A 1101 D6 o1 D15
DQ18 —AV /0 2 o2 DQ50 ~A1/0 2 o2
DQ19 —A1/03 1703 DQ51 —~A /03 103
DQ20 —A—1/0 4 Vo4 DQ52 —\—{I/0 4 1104
DQ21 —AV—II05 —{ V05 DQ53 —A—{I/05 105
DQ22 —AV—1I0 6 106 za— DQ54 —\—{1/06 o6
— DQ23 — A 1/0 7 zq=1] Vo7 — DQ55 —A {107 zQ=07 Q1
DQS3 il DQS7 e
DQS3 I DQS7
DM3 S —— \ | DM7 1 E \ |
DM CS DQS DQS DM CTSDQS DQS DM CS DQS DQS DM CTSDQS DQS
DQ24 —~A—I/00 oo DQ56 —~A— /00 oo
DQ25 — V1101 D3 — 1101 D12 DQ57 —A—1/01 D7 —1/01 D16
DQ26 —M— /02 1oz DQ58 —~A—1/0 2 o2
DQ27 —A\I/0 3 —{ 103 DQ59 —~M— /03 103
DQ28 —~V /0 4 —{ Vo4 DQB60 — V{110 4 0 4
DQ29 —V—{I/05 —{vos DQ61 — V{1105 o5
DQ30 —V—{I/0 6 — o6 DQ62—AV—{I/06 —:;86 ZQ++
- =107 =
DQ31 —A /07 pae— 1107 zal+ DQ63 — W\ {1107 ZQA; -
DQS8 = VDDSPD SPD
DQS8 I SPD(TS integrated) Voo/VDDQ I _ DO-D17
DM8 L 1 — L SCL— VREFDQ — - DO-D17
DM CS DQS DQS DM TSDQS DQS | —— |EVENT «—>» SDA Al
CB —A—I/00 {100 EVENT ["0 A1 A2 Vss 1T popt7
CBl —A—I/01 /o1 1
o —wJioz DB o2 P S,le s,ln S/laz VREFCA Do-D17
CB —AW\—1/03 {1103 Note s:
cB —W—II04 — o4 1. DQ-to-I/0 wiring is shown as recom-
CB —W—{I/05 — 1os mended hut may be changed.
CB —W—{I/06 — V86 . DQYDQSDQSODT/DM/CKE/Srelation-
cyr —w—lIo7 Vo7 ships must be maintained as shown.
Q] Q1 . DQ,CB,DM/DQSDQS resistors;Refer to

associated topology diagram.
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BAO-BA2 BAO-BA2:SDRAMs DO-D17 ODT0 —* ODT: SDRAMs D0-D8 4. Refer to Section 3.1 of t his document for
5

AO-AN ——» AOQ-AN: SDRAMs D0-D17

CKEO ——» CKE: SDRAMs D0-D8 ODT1 —» ODT: SDRAMs D9-D17 details on address mirroring.

CKO ——* CK: SDRAMs D0-D8 . For each DRAM, a unique ZQ resistor is

CKE1 ——* CKE: SDRAMs D9-D17 KO —» CK: SDRAMs DO-D8 connected to ground.The ZQ resistor is
RAS —, RAS:SDRAMSs D0-D17 CKi —— CK: SDRAMs D9-D17 2400hm+-1%
CAS — » CAS: SDRAMs D0-D17 CKi — % CK: SDRAMSs D9-D17 6. One SPD exists per module.

WE — WE: SDRAMs D0-D17 RESET —» RESET




